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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成21年4月2日(2009.4.2)

【公表番号】特表2008-536303(P2008-536303A)
【公表日】平成20年9月4日(2008.9.4)
【年通号数】公開・登録公報2008-035
【出願番号】特願2008-504045(P2008-504045)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/318    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/78     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/31     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/56     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/42     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/318   　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ３０１Ｎ
   Ｈ０１Ｌ  21/31    　　　Ｂ
   Ｃ２３Ｃ  16/56    　　　　
   Ｃ２３Ｃ  16/42    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年2月16日(2009.2.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　窒化膜の引張応力を増大させる方法であって：
　水素を含有するＳｉＮ膜が上に形成された基板を設ける設置工程；及び
　水素含有率を低下させて前記ＳｉＮ膜の引張応力を増大させるように、約５００ｎｍ未
満の波長群に相当する周波数群を含む多周波電磁放射線に前記ＳｉＮ膜を曝す曝露工程；
　を有する方法。
【請求項２】
　前記電磁放射線は紫外域の波長群を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記電磁放射線は約１２５ｎｍと約５００ｎｍとの間の波長群を含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項４】
　前記電磁放射線は１５７ｎｍ、１７２ｎｍ、１９３ｎｍ、２２２ｎｍ、２４８ｎｍ、３
０８ｎｍ若しくは３５１ｎｍの波長、又はこれらの２つ以上の組み合わせを含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項５】
　前記電磁放射線の強度は約１０ｍＷ／ｃｍ２と約１０００ｍＷ／ｃｍ２との間である、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記電磁放射線の強度は約５０ｍＷ／ｃｍ２と約５００ｍＷ／ｃｍ２との間である、請
求項１に記載の方法。
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【請求項７】
　前記設置工程は、約１ＧＰａと約１．５ＧＰａとの間の引張応力を有するＳｉＮ膜を設
けることを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記曝露工程は、約１．５ＧＰａより大きい引張応力を有するＳｉＮ膜を形成すること
を有する、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記曝露工程は、約１．５ＧＰａと約３ＧＰａとの間の引張応力を有するＳｉＮ膜を形
成することを有する、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記基板は更に、該基板に形成された少なくとも１つのドープト領域及びゲートスタッ
クを含むデバイスを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記曝露工程の前、最中若しくは後、又はこれらの２つ以上の組み合わせにおいて、前
記ＳｉＮ膜をアニールするアニール工程；
　を更に有する請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記設置工程は、原子百分率で約１０％と約５０％との間の水素を含有するＳｉＮ膜を
設けることを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記設置工程は、原子百分率で約２０％と約４０％との間の水素を含有するＳｉＮ膜を
設けることを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記基板は約２００℃と約１０００℃との間の温度範囲内に維持される、請求項１に記
載の方法。
【請求項１５】
　前記基板は約４００℃と約７００℃との間の温度範囲内に維持される、請求項１に記載
の方法。
【請求項１６】
　前記ＳｉＮ膜が所定の厚さになるまで前記設置工程と前記曝露工程とを繰り返す反復段
階を更に有する請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記反復段階後の前記ＳｉＮ膜の厚さは約１００Åと約１μｍとの間である、請求項１
６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記曝露工程は約１０－５Ｔｏｒｒと約３０００ｍＴｏｒｒとの間の圧力で行われる、
請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　基板；及び
　前記基板上に配置されたＳｉＮ膜であり、水素を含有するＳｉＮ膜を前記基板上に設け
る設置工程と、この設けられたＳｉＮ膜を、水素含有率を低下させてＳｉＮ膜の引張応力
を増大させるように、約５００ｎｍ未満の波長群に相当する周波数群を含む多周波電磁放
射線に曝す曝露工程とによって形成されたＳｉＮ膜；
　を有する半導体デバイス。
【請求項２０】
　前記曝露工程前の前記ＳｉＮ膜は約１ＧＰａと約１．５ＧＰａとの間の引張応力を有す
る、請求項１９に記載の半導体デバイス。
【請求項２１】
　前記曝露工程後の前記ＳｉＮ膜は約１．５ＧＰａより大きい引張応力を有する、請求項
２０に記載の半導体デバイス。
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【請求項２２】
　前記曝露工程後の前記ＳｉＮ膜は約１．５ＧＰａと約３ＧＰａとの間の引張応力を有す
る、請求項２０に記載の半導体デバイス。
【請求項２３】
　前記基板は更に、該基板に形成された少なくとも１つのドープト領域及びゲートスタッ
クを含むデバイスを有する、請求項１９に記載の半導体デバイス。
【請求項２４】
　前記曝露工程前の前記ＳｉＮ膜は原子百分率で約１０％と約５０％との間の水素を含有
する、請求項１９に記載の半導体デバイス。
【請求項２５】
　前記曝露工程前の前記ＳｉＮ膜は原子百分率で約２０％と約４０％との間の水素を含有
する、請求項１９に記載の半導体デバイス。
【請求項２６】
　前記ＳｉＮ膜の厚さは約１００Åと約１μｍとの間である、請求項１９に記載の半導体
デバイス。
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